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VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES OPTRONS 
Patentansprtlche 

erfahren zur Herstellung elnes Optrons durch Zusammenkleben 
elner llchtemlttlerenden Halblelterdlode und elnes Halblel^- 
terfotoempf angers mlt einem Abstand mlttels elnes fUr die 
Ausstrahlimg der Leuchtdlode durchslchtlgen Dlelektrlkums, 
das auf die zu verklebenden OberflSlchen der Baustelne aufge- 
tragen wlrd, vorauf sle diirch elnen Druck grttOer als die 
KrSLfte elner zfihf liisslgen Relbung auf elne Entfernun^ glelch 
dem Abstand angenMhert warden, die durch das Vorhandenseln 
elnes zwlschen dlesen Oberf lichen llegenden FestkSrpers be- 
grenzt Ist, dadurch gekennzelchnet» 
daO als FestkBrper aus Dlelektrlkum hergestellte kugelfttrml- 
ge Tellchen (2) mlt elnem Durchmesser glelch dem genannten 
Abstand verwendet vrerden, die vorh r dem Klebedlelektrlkum 
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zugesetzt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet , dafl die Konzentration der genannten Te li- 
chen (2) ixn genannten Klebedlelektrikum 2 bis 20 Gew.-96 aus- 
macht • 
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Beschrelbung 



Die Erfindung betrlfft elne Verfehren zur Herstellting vcn 
ffllkroelektronisohenHalbleltergeratenyiiiabesoxidere elne Ver- 
fahren zur Herstellung elnes Optrons 

Die Erfindving kazm bel der Herstellxiag von Optronen 
fiir mikrominlaturislerte integrlerte Hybrldschaltungen und 
monolithioche integriorte Sohaltungeni vorzugswoise bel der 
Heratelliug von unverkappten Optronen ftir mikrominiaturi— 
sierte integrierte Hybrldschaltungen^ verwendet werden« 
DarUber hinaus kann die Srfindung bei der Herstellimg ande«* 
rer mlkroelektronischer Cerate eingesetzt werden, wo elne 
gegenseitige Anordnung von Sbenen zweier Elemente mlt der 
Fixlerung elnes glelchmafilgen mlt lelchtschmelzenden und 
polyaerislerenden Stoff en gefttllten Abatandes zwlschen Ihnen,^ 
wle Zm beim Aufkleben von Halbleiterkrlstallplatten inte-' 
grlerter Mlkroschaltungen auf eln M tallgehause ben'tigt 
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Zur Zeit habon boi don Einrichtungoa dor Automatik und 
Tolemechanlk opboelokfcronloch© Mikroschaltunfioa fUr calvani- 
sche Entkopplxing weitgehendete Verbroiterung gefunden, deren 
Hauptteil ein Optron daratellt* Las Optron besteht aus einer 
lichtemittierenden Halblft iter diode, einem Halbleiterfoto- 
empf anger und einem Immeraionsmedium, das die erstgeaanntejx 
optisch xind in den moisten Fallen auch mechanised zu einer 
einheitlichen Geratekoiistruktion verbindet, weil a Is Immer- 
sionsmedium fur die Ausstrahlung der Leuchl-diode durchsich- 
tige Dielektrika in Betracht kommen, mit deren Hilf e die Bau« 
steine des Optrons zusammengeklobt werden« Die Horstellung 
des Optrons ist ein arbeitsintenaiver Vorgang, der achwer 
zu automatiaieren ist« 

Das Optron kann durch fUnf statisohe Parameter gekenn- 
zeichnet werden, die als Punktionen dor Parameter der Halb- 
leiterbausteine, der AbatandsgroBo zwischen den Halbleiter- 
bausteinen und der Parameter des diesen Abatand fUllenden 
Xmmeraionamediuma auftreten* 

1. K - Stromiibertragungsmaflt das durch das Verhailtnis des 
Aus gangs str cms des Fotoempfangers zum Eingangsstrom der 
Leuchtdiode bestimmt wirdi 

2« R - Gleichstromisolationswiderstand (Jfkxtkopplungswider- 
stand) zwischen der Leuchtdiode und dom Fotoempf £Lnger ; 

U • Durchachlagaapanntmg odor eine maximal zulaaaige 
Spannung zwischen der Leuchtdiode und dem Fotoempf anger t 
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4« Cj - Durchgrlffskapazitat zwischen den Halblelterbau- 
stelneni 

5«/iS Arbeltstemperaturberelchi lit dessen Grenzen dae Op* 
tron die Arbeitsfahlgkeit belbehalt und durch tbermomechani- 
sche Spazmungen nlcht zerstort wlrd* 

Vom Standpunkt der Verbesserung von E lat der Abstand 
zwlscben der Leucbtdiode und dem FotoempfMnger auT ein Uin- 
destmafi zu reduzleren und zur Verbesserung von Rf Cj — zu 
vergrofiern* In der Praxis wlrd die Abstandsgrofie fur jeden 
konkreten Fall experlmont;ell eingestellti so daB R| Cj 
gewahrlelstet sind und E ztar selben Zelt nlcht zu kleln Ist^ 
damlt die Arbeltsfahlgkelt des Optrons erlutlten bl*lbt« Der 
Arbeit 8 temperaturbere lob A T des Optrona ate lit elne kompll- 
zlerte Funktlon der AbstandsgrSfie dar^ und zur Slcherung 
elnes maxlmalen AT Ist sle bel der Herstellung des Optrona 
streng elnzuhalten« Daruber hinaus werden samtllche Parame«- 
ter mlt Ausnabme von K nlcht nur von mlttleren VIert des Ab-» 
standest sozidern auch von der Unparallelltat der Ausstrah^ 
lungsebene der Leuchtdlode und der Fotoempfangsebene des 
Fotoempf Singers beelnflufit^ die durch den Wert 



ffllnlmale Abstand zwischen der Leuchtdlode und dem Fotoempfan** 
ger In den vonelnander am weltesten ntfernten Fuxxkten Im 
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Spalt 8lnd« Praktlsch bewegt slch die Grofie dleaea Abatandes 
la den Grexizon von 1 bis 10^ jJi m bel den Abmeeaimgen der 
Louchtdlode und dea Fotoempfangera von 09l«««0in2x095«**1fQs 
Oy^A.^lyO 001^9 ao lat %. B» die AbatandagrSBe filr ein eine 
Leachtdiode aua GaAa der Abneasuneen O^ZxIyOxIfO nun^ und ei- 
nan Fotoempf anger aua Si der Abmeaaungen 0^2x1 » 5x1 » 3 
enthaltendea Optron mit atatiachen Parametem R ^ 
U 1000 V» Cj S 1.0 pF bei A T von -60 bia -1.85^0 gleioh 
80 ^ m« Im Vcrgang der Uaaaenf ertigrug werden Abweichungen 
dieaer GroSe von der NenngroBe nicht mehr ala vj& 20% zuge- 
laaaen, grSBere Abweichungen aber fuhren zur Herabaetzung 
der atatiachen Parameter und der Zuverlfisslgkeit der Gerate« 
Hoch uxxeiTwunachtere Folgen zieht die entatehende Unparallell- 
t&t der Ebenen der Halbleiterbauatelne nach aich« So fallt 
R urn einige Zehnerpotenzen (bia zu 3) ab. wenn ^ einen Wert 
von 0.2 iiberachreitet, daaaelbe trifft auch filr Cj zu« Uan 
muB alao zur Sicherung der Kennlinie natabllltat dea Optrona 
bei deaaen Heratell\ing eine groBe Aufmerkaamkelt der Ein- 
atellgenauigkeit dee Abatandea zwiachen den Halbleiterbau«* 
at einen achenken« 

Ee iat ein in einer US^PS 3 836 793 beachriebenea 
Heratellungaverfahren fur ein Optron bekanntf beetehend im 
Zusammenkleben einer lichtemittierenden Halbleiterdiode und 
Halbleiterf Otoe mpf finger mit einem Abatand mittela einea .fvir 
die Auaatrahlung der Leuchtdiode durchaichtigen Dielektrilcuma 
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dQO auf die zu vorklobondcn Oborfldchou dor Bauatelne auf- 
gotragea wlrd ; dann wlrd zwlochcn ele ein foster Film auo 
Dielcktrikum gebracht, und sie werden angenahert* Der Film 
stellt einon die Annahorune voa Fotoempfaugor und Leucht- 
diode auf eine Enbfornung gleich dem Abstand zwischea dem 
genoaatea Fotoempf eager uad der Leuchtdiode begreazoadea 
Featkorper dar« 

Eln derartigos Heratellungsverf ahrea fUr eia Optroa ge- 
stattot es aber nicht, die AbatandsgroBe geaau einzustellea^ 
well sie aicht aur durch die Filmdicket soadera auch durch 
zwoi auf die su verklebeadea Oberf lachea der Leuchtdiode 
uad des Fotoempf angers aufgetrageae Klebeschichtea gewahr^ 
leistet wird,. derea Dicke unkoatrollierbar ist« 

Das obea betrachtete 7erf ahrea sicherfc also bei der 
Masseaproduktioa der Optroae keiae Reproduzierbarkeit ibrer 
Paj?ameter sowohl iaf olge der Uageaauigkeit der Eiastelluag 
deir. Abstaades als auch iafolge der Uaparallelitat der Ebeaea 
des Fotoempf aagers uad der Leuchtdiode • 

Der Abstaad zwischea der Leuchtdiode uad dem Fotoempfaa- 
ger ist mit eiaaader abwechseladea Schichtea von Klebemittel 
uad Film mit verschiedeaea lemperaturausdehauagskoeff iziea- 

ten uad uaterschiedlicher AdhSsioa geftilltt was zur Aufspal- 
. tung solch eiaer Struktur bei Temperatursohwaakuagea bei- 

tragt# 

DarUber hiaaus slakt die LichtUbertraguag im Optroa abt 
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well Gs 2U3atzlich zwol Groazf lachcn fUr Medlen mit ver« 
schiedenon Brechun^slndlces gibt« 

Bel dlooem Roratellungsverfahron ftir Optrone Icaxin man 
ala den Abstand fUllendes Dlelektrikum nur elne kleine Klaa* 
se von Werkstoffon verwenden, die in der Lage sind^ dUxme 
(ein paar und elnige zehn Uikron) und feste (bei Fertigunga- 
gangen nicht breohende) Filme zu bilden* 

Der ISrfindung liegt die Aufgabe zugrande, die Reprodu- 
zierbarkeit der etatiachen Parameter dea Optrona bei der 
Maaaenfertigung durch Einstellung einea atreng fixierten £t>^ 
atandea zwlachen der lichtomittierenden Halbieiterdiode und 
dem Halbleiterfotoempanger bei desaen HerBtellung zu erboh6n« 

Die geatellte Aufgabe wird dadurch geloati daB im Her- 
stellungaverfahren fUr ein Optron, beatehend im Zuaammen— 
kleben einer lichtemittlerenden Halbieiterdiode txnd eines 
Halbleiterfotoempfangera mit einem Abetand mittela einea 
fUr die Auaatrahlung der Leucht diode durehaichtigen Dielek- 
trikuma^ daa auf die Oberflache eines der zu verklebenden 
Bauateine aufgetragen wird* worauf der en Oberfl&chen durch 
einen Druck grSBer ala die Krafte einer zfihf lUaaigen Reibung 
dea Dlelektrikuma auf eine Entfernung gleicb dem Abstand an- 
genahert werden, die dxirch daa Vorhandenaein einea aswi- 
schen dieaen Oberflacben liegenden FeatkSrpera begrenzt ist^ 
gemafi der £rf indung ala Featkorper aus Dlelektrikum herge- 
stellte kugelfSrmige Teilchen auagenutzt warden, deren Durch« 
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messcr gleich der AbBtaadsgrofle ist, die vorher det kleben- 
den DieleJctrikum la einer Menge von 2 bis 20 Oew«% zugesetzt 
werden* 

E4n dorartlgeo Horotellumssverfahren fttr eln Optroa biotot 

folgende Vorteilei 

Die Reproduaierbarkeit der Pari meter dea Optronfl wird 
aprungbaft erb5ht, weil der Abataad ait grofler Genauiglceit 
(eixxer. Geaauigkeit voa 1 bia 2% von der erf orderlicben Ab- 
staadagroBe ) fixiert wird. 

Ea wird die SJuverlaasigkeit der Gerfite betrachtlich ge- 
eteigort, weil die Uaparallelitat der Ebeaea der Leuchtdlode 
uad dea Fotoempf oagera vollig eiimiaiert viad damit eiae Kon- 
aeatratioa elektriacher Felder ia irf^adwelchoa Pxiaktea aua- 
geachloaaea wird* 

Es wird der Fertigun^avorgaag fiir eln Optron erheblioh 
vereiafaoht, dean die Operatloxxon der Vorberettung eines 
Elebegenisohes und dea Zuaammenklebens der Baustelne des 
Optroas werdea getreaat* 

Eia wichtlger Vortell dea Verfahrens let die Erwelte- 
ruag dor Klaaoo dor aur PXllluag dea Abatondes awiaohen dea 
Potoempf anger uad der Leuchtdlode verweadbaren Werkatoffe. 
So let die Auaautziiag aowohl voa Materiallea aua i'olymerea 
ala auch voa leichtacbmelseadea Cbalkogeaidgiasern moglich. 
£a iat auch mdglich, vor der Polymerisattoa eiaea pulver- 
fdrnigen Zustand aufweiaende Polymere auasunutzen* In dleaem 
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Fall kann daa vorhor prUparlorto Klobogominoh mlb foobon 
kugelformigen Teilchen iiber eine uneingeschrankfc lange Zelt 
aufbewahpt imd boi Bedarf elngesetzt werden, 

Auf andore Vorteile dor Erfindunc boII boi nohoror Be- 
8Chrelbiing der iJrf indung oingegangea werden. 

Die vorliegende Erf indung soil nachstehend an Hand kon- 
Icreber Beispiele, die eine verwirklichung des vorliegendon 
V^jrfahrens bestatigen, sowie fliner beiliegenden Zeichnung, 
axtf der ein Schema des erf indvmtssfiemaflen Herat ellungsver- 
fahrens fiir ein Opbron dargestellb ist, naher erlfiutert 
werden* 

Das vorliegende Herstellxujgsverf ahron fur ein Opbron 
wird durch eine folgende Arbeitsfolge gekennzeichnet. 

Zuerst wird ein aus einen Klebemittel 1 wad fesben kugel- 
formigen Teilchen 2 bestehendes Gemiseh prSparierb, mib dos- 
sen Hilfe eine Leuchtdiodo 3 wa& ein Potoempffinger 4 ausam- 
Bongeklebb werden* 

Als Klebemittel 1 kommen uber Eigenschaften des Immor- 
olonsmediums eines Optrons verfUgende Stoffe, wie Polymere 
Oder leichtschmelzende Glfiser, in Frage. Bs ist auch mOglich, 
Polymere im pulverformigen Zustand einzusefczen; in diesem 
Pall 1r""«* das Gemiseh boliebig lange s«l«8«»* Bedarf 
verwendet werden. 

Es ist erwUnscht, daB das Material der f eaten kugel- 
fSrmigen Teilchen folgende Porderungen erflilltt 
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Das Material muQ einen spezif Ischen V/ldorstand nicht 
UAterhalb des spezlflachcn V/lderstandea dea Klebemlttela 
\md eine dielektrlache Eonstante in der gleichea Qrofieziord«» 
Ti ling wie audi beim Elebemlttel aufweioea« Wexm 2« Bt dor 
apeziflsche Widerstand dee Elebemittels im Arbeltstemperatur* 
bereich dea Optrons gleich 10^"^ -5^^ die dielektriache Eon- 
etante t gleich 10 sind, so muss en die entsprechenden Para- 
meter des Materials der kugelf ormigen Teilchen Werte von 
mindestens ^O^'^Sl fiir R und von 3 bio 20 fiir £ aufweisen* 

2« Dor Temperaturauadehnungskoeffizient des Materials 
der Eugeln muB hSher als beim Elebemittel liegen, weil die 
Steifheit der Eugeln im gesamten Arbeitstemperaturbereichdie 
Steifheit dea Elebemittela ttberschreiten muS| denn die Ver- 
bindung der Bauateine des Optrons erfolgt bei einer Tempera- 
tur von ca« 150^0 (es mag eine Harzpolymerisation Oder ein 
Abachmelzen einsk^ leicht schmelzbaren Glases sein)^ und beim 
Abkuhlen des Optrons auf die Umgebungstemperatur konnen die 
Eugeln bei der Nicht erfiillung dieser Bedingungen eine Annahe- 
rung der Halbleiterbausteine verhindern, und bei einer schwa- 
Chen Adhasion des Elebemittela und dessen niedriger Bildaam- 
keit kann eine Abschichtting des Elebemittela von den Halb«» 
leiterbauat einen eintreten* 

3. Daa Material muB durchsichtig fiir die Ausstrahlung 
der Leuchtdiode sein und einen Brechungsindez soger gleich 
dem Brechungsindex des Elebediel ktrikums besitzen* 
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Die letzto Forderung ist ;jedoeh auf Grund dessesi nloht 
xmbedingt, dafl die Zahl der Kuegeln zur Pixierung des Ab- 
sfeandes minimal moglich genommea wlrd, wobei theoretisch drel 
nicht fluchtende Kugeln ausreichen. 

Die minlmalo Konzenuration der kugelf ormigen Teilchen 
C T cf ziach der Beziehung: 



errechnet werdea, wo 

2 

&— der Flacheaijihalt der zu verklebenden Flache in cm 
d - den Aba t and gleicher Durchmesser der kugelfSrmigen Teil- 
chen in ca 
bedeuten* 

Fraktisch wird die Zahl der Kugeln grSfier genommen und 
kann 30% vom Volumen des Klebemittels ausma^en* 

Die Konzentration der kugelf Smigen Teilchen wird in 
einer GrSBenordnung von 2 bis 20 Gewichts-* des Klebemittels 
genommen, was beispielsweise dem Vorhandensein von 20 bis 
50 Kugeln in einem 80 m-Abstand entsprioht, dies ist unge- 
achtet deren unregelmaBiger. nnd zuf alligor Verteilung voll- 
kommen ausreichend fiir eine sichere und starre Pixierung des 
Abstandes* 

Zur gleichon Zeit wird die Lichtubartragung durch das 
Vorhandensein im Spalt einer derartigen Zahl von fur die 
Ausstrahlung der Leuchtdiode sogar undurchsichtigen Kugeln 
nicht wesentlioh beeinfluBt, denn die durch sie eingenommen 
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2 bis 5 g angedriickt, dio zur Ubcrwinduns dor Kriifte einer 
z-ahflussiGcn Heibung des Gomisches ausreichend ist, Der 
Fotoempfajaeer ^ xmd die Leuchtdiodo 3 werden angenahert, das 
zwischen ihnen eineeschlossene iiberschUssise Gomisch heraus- 
gepreBt, wahrend die Kugeln 2, indem sie im fluasigen Ge- 
misch auf einander gleiten und sich zwischen den zu verkle- 
benden Oberflachen ala monomolelculare Schicht vertellea, die 
Halbleiterbausteine des Optrons aneinander naher ale auf 
dea Durchmesser der Kugel 2 nicht kommen laasen* 

Darauf folgt in Abhangigkeit vom Material des Klebege- 
laisches entweder die Operation einer Polymerisation des 
Klebemittels aus einem Polymer Oder eine AbkUhliing der 
Schmelze des lelchtschmelzenden Glases* 

Die Beschreibiuig der Erf indung soil naohstehend an Hand 
konkreter Beispiele naher erlautert werdent die die Moglich- 
keit der Verwirklichung des vorliegenden Verfahrena be- 
statigen« 

Beispiel 1 

Bei der Herstellxmg eines Optrons mit der Leuchtdiode 
3 der Abmessungen 0|^0,3 mm^ mit den Parametern K a ^^0% 

Cjs 2 piP 
U » iO V 

iet es notwendig, den Abstand zwiscben den Halbleiterbau- 
steifiien von 10 Mxn inzuhalten« 
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Es wlrd eln Gemisch hergestellt^ das eich zu 95 Gewlchts- 
% aus f lussigom Epoxydharz 1 und zu 5 Gewlcht8-% aus kugel- 
formigen Tellchen 2 zt^sammezisetzt, die aus Silikonglas - 
NagO.CaO.esiOg - gefertigt sind. Der Durchmesser der Tellchen 
betragt 10 ^ m« 

Au£ den auf der technoloslschen Platte 3 befestlgten Fo«« 
toempfanger 4 wird das Klebegemiach ( » 0,5 mg) aufgetragen, 
daranf die Leuchtdiode 5 aufgelegt und mit Hilfe der AndrUck- 
vorrlchtxing 7 gegen den Po toempfanger 4 mit einer Kraft von 
2 bis 5 S angedrUckty wodurch die zu verklebenden Baustein 
auf eine Entf ernxmg von 10 m angenfihert werden» 

Dann wird die technologische Platte 5 fOr zwei Sfcunden 
In elnen Trockenachrank gebracht, wo eine Polymerisation v n 
Epoxydharz bel einer Temperatur von I^O^O erfolgt. 

Die Ausbeute der geuigneten Optrona mit den vorgegebenen 
.Parametern bet:r&gt 90%« 
Boispiel 2 

Bel der Pertlgung elnes Optrons mit der Leuchtdiode 3 
der Abmessungen O^SxO^^ mm^ mit den Parametern E a 1.0% 

R B 5.10 ^ 
Gj8 0,2 pP 
U = 10^7 

1st eln Abstand von 100 yt< m elnzuhalten« 

Ee wlrd eln Gemisoh hergestellt/ das slch zu 80 Ge- 
wlchts«9( aus Epoxydharz und zu 20 Gewlchts-% aus Kugeln 2 
mit einem Dur hm ss r von 100 M m zusammenBetzt^ die aus 
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SillkoD(slas - Na20.CaO .68102 - hergestellt slhd. 

Die Arbeltsfolge be der Fertigung des Oprtrons iat ia 
dlesem Belsplel die glelche wle Im Beieplel 1« 

Die Ausbeute der ge eigne ten Optrone mlt den vorgegebe- 
nen Farametern macht 90% aus» 

Belsplel 3 - 

Bel der Heratellxuig elnes Qptrons mlt der Leuchtdlode 
3 der Abmessungen 1,0x1,0 sun mlt. den Parametem K s 1,0% 

R = lO^'^A 
Cjs 8,0 pP 
U s 10^ V 

1st eln Abstand von 10 m elnzuhalten* 

Es wlrd eln Gemlsch, das 0lch 2U 90 Gewlchts-^ aucr 
Epoxydharz Im pulverf ormlgexx Zustand iind zu 10 Gewlcht8«»% 
aus kugelformigen Tellohen von Sillkonglaa - NagO.CaO .65102* 
mlt elnem Durchmesser von 10 y(f m zusammensetzty d«h« eln Ge- 
mlsch In Pulverform, hergestellt* 

Der Fotoempf finger 4 wlrd auf der teohnologlschen Plat- 
te 5 mitt els elner spezlellen mechanlschen Spannvorrlch— 
tung befestlgt • l&t Hllfe elnea Zotellers vlrd^^s Pulver 
aufgetragen und der Fotoempfaziger 4 iXber die Spannvozxlch- 
tung auf t^ von 120^0 erhltzt. Auf dem Fotoempf anger 4 bll- 
det slch elne Schmelze von Eposeydharz aus« Im welte3?en geht 
der Fertlgimgsprozefi dea Optrons ahnllch wle In den Belsple- 
len 1 und 2 vor alch» 
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Die Ausbeute dor brauchbaren Optrone betriUst $0%, 
Belspiel ^ 

Bel der Herstellung eines Optro&s mlt der Leuchtdiode 

2 

^ der Abmessungen 1,0x1,0 mm und mlt den Farametem K s 3% 

R =10%1 
CjsispF 
U a10^ 

lat 68 notweadlg, elnen Ab^tand von 10 yv m elnzuhalten* 

£s wlrd eln Gemlsch hergestellt, das zu $3 GewlchtB-% 
auB dem Pulver elnes Chal^ "senldglases der Zusammenoetzunfss 

As - 25 bis 57% 

Te - 24 bis 46% 

S - 27 bis 39% 

Se - O bis 10% 
mlt elner Sehmelztemperatur von 130^0 und zu 2 Gewlchts-% 
aus kugelf ormlgen Tellchen 2 von 10 ^ a Durchmesser aus 
Chalkosenldglas der Zusammensetzungs 

As - 18 bis 20% 

Te > 20 bis 30% 

S - 25 bis 30% 

Se - 0 bis 10% 

Ge.- ^ bis 15% 
mit elner Sehmelztemperatur T s 230^0 besteht* 

Das Gemlsoh wlrd auf a 130^0 erhltzt und sorgfilltig 
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durchgeiuischt • 

Der FotoeEapfansor 4 wird auf der technologlBchen Platte 
5 mittels einer mechanischen Spannvorrichtung befestigt. 

Dann wird auf den Fotoempfonger 4 mit einer KaUel ein 
Tropfen dee Genisches aufgebracht, darauf die Leuchtdiode 3 
aufgelegt und durch die Andruclcvorrichbung 7 an den Poto- 
empr^er 4 auf eine Entfernuag von 10 ^ m angedrUclct;. Die 
Abkuhlvmg des Optrons erfolgt an der Luft. 

Die Ausbeute der brauchbaren Optrone betragt 

Beiapiel 5 

Bei der Heratellung des Optroas mit der Leuchtdiode 5 
der AbmesBungen 0,5x0,5 und mit den Parametern K a 5% 

R a 5.10^^ 
Oja 0,5 piF 
U m lO^V ^ 

ist ein Abstand von iOO m m einzuhalten, 

Es wird ein 'iemisch, das sich zu 85 Gewicht8-?& aus ei- 
nem Pulver von leichtschmolaendem Ghalkogenidglas and zu 
15 Gewiclit8-% aus kugelf Srmigen Teilchea 2 mit einem DurcH- 
messer von 100 ytf m aus schwerscbmelzendem Ghalkogenidglas 
ausammensetat, hergestellt . Die Zusammensetaung des Glases ■■■ 
1st ahnllch -wie im Beispiel 4. 

Im folgenden geht der PertigungsproaeB des Optrons wie 

Im Beispiel 4 vor sioh. 
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Die Ausbeute der geelgneten Optrone macht Q0% au8« 
ZY* Eurze Beschreibuzig der Zeichnujog. 

In der Zeichnmig 1st eln Schema fUr die Herstellung 
elnea erf Izidungagemafiezx Optrons dargostellt* 

Aufzahlung der In den Ansprtichen erwMhnten Posltlo- 

nens 

2 - feste kugelformlge Tellchen 

3 - Leuchtdlode 

4 - Fotoempf anger 
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